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DF150AE80/160
DF200AE80/160

用途

▶ 通用变频器
▶ 伺服控制器
▶ 焊机一次侧整流
▶ 感应加热装置
▶ 电梯

■通过低层叠结构实现高散热（低热阻）和轻量化

■尽管电流容量大，但厚度却只有 17mm ■可以实现与 17mm 高度的 IGBT
　在同一高度安装

IGBT 模块

三相整流桥
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缓冲板

端子 焊接层 芯片

芯片

DCB 基板

底板底板

焊接层
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逆变器堆栈

＊照片是图像

绝缘基板

特点

三相整流桥
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URL:https://www.sansha.co.jp/

・SanRex 是 Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. 的商标或注册商标。
・产品的外观和规格还会有所改良，恕不另行通知。

https://www.sanrex.com/

https://www.sanrex.sg/

http://www.sanrex.cn/

https://www.suwa.sansha.co.jp/

Power semiconductor for Industry
3-Phase Diode Module

DF150AE80/160, DF200AE80/160
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DF-NA seriesSIP*1

DIP*2

h=17mm

h=22mm

package

package

20/30 A

DF-NB series
60 A

*1 Single Inline Package  *2 Dual Inline Package

DF-AC series
75/100 A

DF-AA/BA/CA series
75/100/150/200 A

DF-LA/LB series
60/75/100 A

3-Phase Diode Bridge DF Series

反向峰值电压

平均输出电流 三相全波整流回路 , Tc = 106℃

50 / 60Hz　正弦半波　1 周期　波峰值　非重复

1 周期浪涌导通电流的值

主端子—外壳间　AC 有效值　1 分钟

Tj = 150 ºC, VRRM 加载

接合部—外壳间（每一个素子）

浪涌（正向）电流

电流平方和时间的乘积

工作结温

绝缘耐压

项目 符号 单位
规格值

非重复反向峰值电压

DF150AE80 DF150AE160 DF200AE80 DF200AE160

V

V

800

960

1600

1700

ID

IFSM

I2t

Tj

VISO

A

A

A2s

℃

V

150

1850/2000

17000

- 40 ～ +150

2500

200

2280/2500

26000

1600

1700

800

960

除非另有说明一般 Tj＝25℃

项目 符号 单位
规格值

条件
DF150AE80/160 DF200AE80/160

VRRM

VRSM

最大反向电流

项目 符号

最大正向压降

最大热阻

mA

V

ºC/W

15.0

1.31

0.11

20.0

1.32

0.08

IRRM

VFM

Rth (j-c)

规格值

DF150AE80/160 DF200AE80/160
条件单位

DF150AE: IF = 150 A
DF200AE: IF = 200 A

瞬时测量

最大额定

电气特性 除非另有说明一般 Tj＝25℃

其他产品


